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はじめに：我々の提案している縦型メタルベース有機トラ

ンジスタ(MBOT)は、薄い膜厚がチャネル長になることか

ら低電圧で大出力電流変調が可能である。MBOTは面状デ

バイスであるために容量成分が大きいが、それを上回る大

電流動作特性により、通信回路などの高周波アナログ回路

への応用が期待される。 

前回我々は、蒸着系 p型MBOT [1]を用いて LC発振が

可能であることを示したが、今回、アクティブエリアの縮

小により、さらなる高周波発振に成功したので報告する。 

実験：ITO基板上、CuPC (150 nm) /Al (15 nm)を真空蒸着、

その後 1 時間 150 C 大気下加熱を行い、LiF (1 nm) / 

pentacene (50 nm) / MoO3
 
(2 nm) / Ag (30 nm)を蒸着して 0.2 

mm角の小面積 p型MBOT素子を作製した(Fig.1)。発振回

路には、シリコンバイポーラトランジスタで典型的な、コ

イル 2つとコンデンサ 1つで構成されるハートレー発振回

路を用いた (Fig.2)。 

結果と考察：アクティブエリアの縮小および膜厚最適化に

より、VC = 5 V、VB = 3 Vの時に 20 A/cm
2という極めて高

い電流密度と 10
6以上の高い on/off 比を実現した。Fig. 3

に直流電圧を印加した時の発振波形を示すが、VC = 11 V

の時に、1.9 MHzを超える発振周波数が観測された。本 LC

回路により搬送波を生成し、低周波の音声信号を重畳させ

た AM変調回路の実証も行った。 
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Fig. 1. Device structure of MBOT. 

Fig. 3. Oscillation waves of the Hartley 

circuits using the MBOT device at dc 

voltage of 11 V. 

Fig. 2. Hartley oscillator circuit. 
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